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Ogólny schemat inwertera MOS
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Bramki NMOS
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Bramki NMOS z obciążeniem typu 

wzbogacanego
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1. VGG<VDD+VTL - tranzystor obciążający pracuje w zakresie nasycenia

2. VGGVDD+VTL - tranzystor obciążający pracuje w zakresie nienasycenia
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Porównanie bramek NMOS 

z różnymi obciążeniami 
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Bramki logiczne NMOS:

NAND i NOR 
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Inwerter CMOS 

VDD

Vi

CL

Vo

TL

TD

PMOS

NMOS

7



Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (DMCS), Politechnika Łódzka (TUL)

Charakterystyka przejściowa i prąd 

inwertera CMOS 
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Wpływ współczynnika β na 

charakterystykę przejściową

i napięcie progowe inwertera CMOS
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Definicja marginesów szumów
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Opóźnienia wnoszone przez 

inwerter CMOS
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Obliczanie czasów opóźnień

tdHL i tdLH
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Ogólny schemat bramki CMOS
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Schematy sieci ściągających

w bramkach CMOS
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Schematy sieci podciągających

w bramkach CMOS
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Bramki CMOS: NAND i NOR
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Dobór szerokości tranzystorów

w bramkach CMOS
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Inwerter pseudo-NMOS
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Bramki pseudo-NMOS: 
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Tranzystor NMOS jako klucz
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Tranzystor PMOS jako klucz
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Bramka transmisyjna CMOS
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Dwuwejściowy multiplekser

z bramek transmisyjnych

A

Y=CA+CB

C

B

C

C

23



Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (DMCS), Politechnika Łódzka (TUL)

Inwerter trójstanowy
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Przerzutnik D wyzwalany poziomem
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Przerzutnik D wyzwalany zboczem
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